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分類される。 （図2（a） （b） （c）） （a）は、DとAが交互に
積層したDA…  DAのカラム状構造のことである。 （b）はDと
Aが分離して別々に積層して別々に積層したDD・…  D、
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6 （r） ＝k’r （5－1－8）
F （k） ＝i p （r） exp （2 rr ik・ r） dv （s－i－g）
と書くことができる。散乱X線が入射X線となす角を2θとするとk
のおおきさは
















p （r） ＝p （r 十ma十nb十pc） （5－1－12）
である（m．n． p．は任意の整数）。したがって、結晶全体からの散乱因
子は、























2 s i n 0／A ＝＝ ha“＋kb“＋ 1 c’
 ＝＝ （h2a “2十 k2bt2十 12c “2十2h ka“b’ c o s 7
  ＋2h 1 a“c“ c o s B＊＋2k 1 b’c“ c o s a＊） M （5－1－17）
で与えられる。
，F 一一一’：ll．LJ pj （r ’r j） exp （2 rr iktr） dr
      ＝Zf，exp （2 rr ik’r） （5－1－18）
       ノ
ここでj番目の原子位置は位置パラメータ（原子座標）xyzを導入
すると、








F （hkl） ＝2fOjexp （一一Wj） exp （2ni （hxj十
，k y，＋1zj）） （s－1－20）
ここで、等方性温度因子を用いる場合は温度因子をBjとして





nλ＝2dsinθ （nは整i数）         n （5－1－22）
の式を満足するθの方向で強め合う。ここで、        n































































































































































































，a s ＝ 一一2 ，a ，S （5－5－1）
頁2S
とあらわされ、ここに
   ＃ B＝一＝一一i21blii±E一”c ＝O．197 × 10’20 （erg ’ O e’i） （s－s－2）
は、ボーア磁子と呼ばれる。いっぽう、角運動量による磁気モーメン
トは、
        sz i＝一 xt ， 1 （5－5－3）
である。角スピン1を持つ核の磁気モーメントは




      H＝一 pt ，H ＝2 ，pc ，SH
とあらわされる。一般的には、2の代わりにgを書き、
（5－5－5）






      H＝gpc ，Sz （5－5－7）
となり、S、の固有関数系（固有値m）をとるとエネルギーは
頁z6










      ih v¢b． ＝ （Ho＋H’（t））¢
        Dt
で与えられる。φ（t）を完全系1φ。1を用いて
             一三ユL
     ¢（t，r）＝Zan（t）e h ¢n（r）
         n
のように展開できる。a。（t）の時間変北を表す方程式は
a i（ t） ＝＝ 一
奄撃煤}i一 ］2i） a n（t） eiwi”’J ¢ i“ （r） H ’（t） ¢ n（r） d r













a 1（O） ＝＝ o
ai（S’i）＝一
堰|ltiTf，t an（S） eiwe“S ¢i“ （r） H’（t） ¢n（r） d r （s－s－14）






ai（b（t） ＝一i一一l?」，t dt eiWc“f¢i“ H’（t） ¢ndr （s－s－ls）
積分を書き換えると、              ‘
一幅い・（ei・・評b〈mlSxlm－1＞




























































H ＝＝ （Hx ， Hy ， Hz） ＝（H icos2 n y t， H i sin2 rr v t， Ho）（5－5－20）
ブロッホは次のような方程式を提案した。














Mx＝ucos tu t＋vsin w t








    dM）t ． MzHi sin to t 一一 MyHb 一一Mx
                           （5－5－25）     dt T2
    dMy 一 MxHo 一 MzHi cos ca t “ My
                           （5－5－26）     dt T2
    dMz 一一 MyHi cos to t 一 MxHi sin w t                           （5－5－27）    dt T2
（5－5－25）式から（5－5－27）式に、（5－5－23）式、（5－5－24）式およびそれらを時
間微分したものを代入すると
    du ．． 7 Hov 一’vw ’u
    ii一一Y， （5－5－28）
    童一．二世鯉些ユ     （5－5．29）    dt T2







7 Hi Mo（7 Ho 一 tu ）
v＝：
（w 一一’ 7 Ho）2十（11T 2）2十 7 2 Hi 2（T i／T2）
γ Hi Mo（1／T 2）
  （ tu 一 7 Ho）2十（1／T2）2十 7 2 Hi 2（T i／T2）
Mz＝＝pt／tu－7HO）2＋（1／T2）21Mo


































































 今、線型がローレンツ型（Lorentzian）であるとする。 E S R吸収強度
1を磁場の関数として示すと、
1 （H）＝“’






A Hi／2 ＝＝ V－lii一 A Hpp
（5－5－37）
さらに、（5－5－34）式と（5－5－37）式から、結局△HpPとT2の関係は
     2T2＝＝























































































































































































































































































































             付録
（付録1） 蛍光X線とヨウ素の吸収係数の関係
Itを、透過X線強度、Ioを入射X線強度とすると、
     It＝lo e’pttt
となる。ここで、tは試料の厚さ、，a tは吸収係数である。
また、吸収X線強度IAは、
    IA＝㌔義
である。（1－2）に（1－1）を代入すると
    LaL＝lo 一 lo e’”t’
     ＝lo（1－e’”tt）
である。また、蛍光X線強度lfとすると、
     If＝」虹IA
       lz t
である。（1－4）に（1－3）を代入すると、
      If＝一L1 E－lo（1－e’ptt）
        it！z t
ここで吸収がほとんど無いとすると、
      ＝一一44．一iE－lo（1一（1一！z t t）1
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one or two phases． For example， using I3－anion， nine phases，α，β，γ，6，ξ・η・ε，κ，
andθ， have been given a birth． Among themβ，κ，θ， andγare superconducting
phases andβ一（BEDT－TTF）213 was fbund to be：r．＝1．5 K under an ambient Pres一
                                                         コsure by E． B．Yagubskii etα乙in 1983．21 The closed tw（トdimensional Fermi surface
was obtained by the band calculation6i and proved experimentally by the obser－

































   回したエネルギー準位の占有数との関係
図16静磁場と回転磁場
図17磁化Mにおける実験室座標系（x，y，z）での各成分とz方向を軸と
   し角運動量ωで回転する回転座標系（xt，y’，Z’）での各成分
図18回転系におけるxすなはちω一ブH。と、磁化H、と同位相成分




   X線による励起電子遷移から発生する蛍光X線の強度。3つの
   スペクトルは、電場ベクトルをでいっぴんぐ方向に対してそれ




   半導体相転移が見いだされた。
図25錯体結晶におけるマイクロ波電気抵抗の温度依存性
図26ESR共鳴線幅の溜斐依存性（1）黒丸は実験により求められた線
   幅を示し、実線は図中の式とパラメータによる計算歩幅を示す。
頁図27ESR共鳴線幅の温度依存性（2）黒丸は実験：により求められ
   た線幅を示し、実線は図中（Adrian（1986））による与式とパラメー
   タによる計算線幅を示す。
図28錯体結晶の80kにおけるH〃b，H⊥bの配置におけるESR
   信号曲線
図29LB膜と単結晶の結晶軸
図30直鎖アルキルEDT－TrFのドナー部分の2つの可能な配置
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        図2 電荷移動錯体結晶構造の模式図
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   図3、TTF誘導体
四
Conducting phases （thickness ＝ 1．5nm）
Aliphatic chains （thickness ＝ 3．2nm）
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図9 結晶における栄光X検出による1－L，吸収スペクトルの

























    2枚結晶型モノクロメーーター・
Ioモニター
Si（Li）半導体検出器（SSD）
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図12 直流電気抵抗測定装置 金電極
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   と磁界のもとで分裂したエネルギー
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図21偏光X線による励起電子
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